Diodentypen:

Friher wurden Dioden als Vakuumrdéhren mit beheizter Kathode oder Halb-
leiterdioden auf Basis von Selen, Kupferoxid oder Germanium.

- Silizium (am meisten gebrauchlich)
- Germanium ( HF-Technik)
- Galliumarsenid (GHz Bereich & sehr teuer)

Der Reststrom ist stark Temperaturabhangig (bei 125K ca. Faktor 1000)

a) pn-Ubergang ohne angelegte Spannung a) MeBschaltung

b) pn-Ubergang in Sperrichtung vargespannt
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Schaltdioden (Universaldioden):

Schaltdioden sind schnelle Dioden mit kleiner Leistung

- Sperrspannung 50V - 100V
- Durchlassstrom 50mA — 200mA
- Schaltzeiten 2ns — 20ns

29



Z-Dioden:

Z-Dioden werden in Sperrrichtung betrieben!
Im Durchlassbereich verhalten sie sich wie eine normale Diode. Unter- halb

von 5V lésen sich im Kristall gebundene Elektronen durch die hohe Feldstér-
ke und bewegen sich als freie Ladungstrager in der Sperr- schicht.

- unterhalb 5V  Zenereffekt neg. TK ca. 5410%K
- oberhalb 5V  Avalache Effekt pos. TK ca. 10¥10*K

Beim Avalache Effekt werden Elektronen durch die hohe Feldstarke stark
beschleunigt und schlagen immer mehr Elektronen aus dem Gitter.

Zwischen ca. 4.7V und 5.1V hebt sich der Temperaturkoeffizient beinahe auf.
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Lawinen- oder Avalanchedurchbruch Zenerdurchbruch
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